Таким образом, установлено, что в исследованных мицеллообразующих неводных 
растворах имеются как минимум две критические концентрации, связанные с измене- 
ниями мицеллярной структуры. При этом в отличие от водных растворов при ККМ 
форма мицелл становится более симметричной. Такое поведение в принципе не проти- 
воречит существующим моделям конформационных переходов в молекулярных агрега- 
тах, образующихся в неводных средах. Однако следует отметить, что термин «мицел- 
ла» обычно применяется к таким агрегатам, у которых при малых концентрациях тер- 
модинамически равновесной формой является сферическая. В рамках этой термино- 
логии ККМ: в исследованных растворах надо отождествить с образованием предми- 
неллярных агрегатов молекул. 


ЛИТЕРАТУРА 


1. Айке Х. Ф. Мицеллообразование, солюбилизация и микроэмульсии/ЛЛод ред. Мит- 
тела К. М.: Мир, 1980. С. 200. 

. Сердюк А. И., Кучер Р. В. Мицеллярные переходы в растворах поверхностно-ак. 

тивных веществ. Киев: Наук. думка, 1987. 206 с. 

. Шехтер Ю. Н., Крейн С. 5., Тетерина Л. Н. Маслорастворимые поверхностно-актив- 

ные вещества. М.: Химия, 1978. 302 с. 

. Пичугин В. Ф.||Трение и износ. 1984. Т. 5. №2. С. 284. 

. Кужаров А. С., Чуваев В. В., Меринов Б. В. и др.//Трение и износ. 1987. Т. 8. № 5. 

С. 851. 

Евдокимов И. Н., Елисеев Н. Ю., Пичугин В. Ф., Сюняев Р. 3.//Трение и износ. 

1989. Т. 10. № 4. С. 699. 

. Рид Р., Праусниц Дж., Шервуд Т. Свойства газов и жидкостей. Л.: Химия, 1982. 

С. 402. 

. Ребиндер П. А. Поверхностные явления в дисперсных системах. Коллоидная химия. 
М.: Наука, 1978. С. 169. 

9. Адамсон А. Физическая химия поверхностей. М.: Мир, 1979. С. 390. 

10. Сердюк А. И., Михальчук В. М.//Коллоид. журн. 1980. Т. 42. № 4. С. 781. 


Московский институт нефти и газа Поступила в редакцию 
им. И. М. Губкина 20.03.89 


© я @® м @ в 


Г. М. ЕэдоЕтоэ, №. Ги. ЕЙПзеео 


СОМСЕМТВАТЮМ-РЕРЕМОЕМТ СНАМСЕ$ ОЕ МУСЕМ.АВ ЗТВОСТОВЕ 
1М МОМАОСЕОЦ$ ЗОГОТ1ОМ$ 


Зиттагу 


СарШагу у1зсозипегу уаз изеё ю з4и4у писе!ШтаНоп т зошНопз оЁа Чп-бомаште 
зигГасбап{. Туо СМС жеге 4ейегттед. СМС (Г) соггезроп@$ 10 Чтапзюп тот а тое- 
сц!аг зо1аНоп ю а зоиНоп сощашите тоесиаг азогеса{ез. [п сопёгаз4 40 адицеои$ зощ- 
#015, фе сошогта{опа! свапаез аё СМС (П) соггезропа 10 Чгапз!юп 1ю а тоге зут- 
тефчса! зВаре о! тоесцаг асстера{ез. 


УДК 541.182 : 537 


© 1990 
Н. И. Жарких 


ВЛИЯНИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ ДИСПЕРСНОЙ СИСТЕМЫ 
НА НИЗКОЧАСТОТНЫЙ ПРЕДЕЛ ЕЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ 


Исследовано влияние пространственной неоднородности объемной ДОЛИ 
И поверхностной проводимости частиц на электропроводность концентри- 
рованной суспензии сферических частиц. Указанное влияние, затрудняющее 
точное определение поверхностной проводимости, минимально в окре- 
стности точки изопроводности дисперсной системы. | 


В предыдущем сообщении [1] была развита общая теория влияния пространст- 
венной неоднородности дисперсной системы на ее электропроводность. Эта теория бы- 
ла конкретизирована для высокочастотной области электропроводности концентриро- 
ванной суспензии сферических частиц. В данном сообщении исследуется влияние тех 
же факторов, что и в [1] — пространственной неоднородности объемной доли © и по- 
ляризационного критерия Ке!— на низкочастотный предел электропроводности кон- 
центрированной суспензии сфер. 
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Рис. 1. Влияние неоднородности дисперсной системы на электропроводность. Из каж- 
дой пары кривых с одинаковыми номерами выше лежит кривая, соответствующая па- 
раллельному соединению, ниже — последовательному соединению. Зависимость инкре- 
мента электропроводности (К.—К)/(КРо) от объемной доли (а) и Ве! (6) при: а— 
фиксированных Ве|: 1 — Ве! =0; 2 — Ве! =0,5; 3 — Ве! =о; б — фиксированных объ- 
емных долях: | —и==0; 2 — и==0,3; 38 — «=0,6; Зависимость инкремента электропро- 
водности (К1—К)/(КОВе!) от объемной доли (в) и Ке| (г) при: в — фиксированных 
Ве]: 1 — Ке!=0,3; 2 — Ве! =0,5; 3 — Ве! =1; г— фиксированных объемных долях: 
1— @==0,1; 2 — а«=0,6 


Согласно [21], этот предел выражается формулой 


_К _ 1-2 Ве! -- а (Ве! — 1)/2 2 а? (Ве! — 1) (1) 
К — 1-2 Ве! — а (Ве! — 1) — о? (Ве! — 1) 


где Кр — электропроводность раствора, равновесного с суспензией, К — электропро- 
водность суспензии. Формула (1} имеет место для области частот ® 

20 2р 

1: <<, (2) 


где Р — средний коэффициент диффузии ионов в растворе, а — радиус частиц, 2 — 
линейный размер ячейки. Неравенства (2) означают, что Частота электрического поля 
должна быть достаточно низкой, чтобы успевали установиться концентрационные по- 
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Рис. 2. Влияние объемной доли на величину кажущегося смещения точки изопровод- 
ности дисперсной системы, обусловленного неоднородностью объемной доли (а) и Ве! 
(6): 1 — параллельное соединение; 2 —- последовательное соединение 


05 0,7 


ля вокруг отдельных частиц, и достаточно высокой, чтобы не успевала развиться кон- 
центрационная поляризация образца суспензии в целом. Последнее неравенство накла- 
дывает ограничение на минимально допустимый в данной теории размер. неоднород- 
ности: в общем случае прохождение тока через неоднородности сопровождается воз- 
никновением концентрационных перепадов в областях, соизмеримых с размерами неод- 
нородностей. Для применения общей теории [1] необходимо, чтобы это явление отсут- 
ствовало. Для этого мы предположим, что минимальный размер неоднородности [и 
много болыше размера частиц и частота удовлетворяет неравенствам (2), где вместо 
[ подставлено Ги. 'Скажем, если [„—30 а, то нижняя и верхняя частоты (2) разнесены 
на три десятичных порядка и одновременное выполнение обоих неравенств (2) воз- 
можно. Этим дополнительным ограничением на линейный размер неоднородности дан- 
ная работа отличается от работы [1], поскольку в случае высоких частот (®%20/а?) 
никаких ограничений [.н накладывать не нужно. 

Подставляя (1) в общие формулы (14—15) работы [1], получим границы вклада 
неоднородности @ (рис. 1, а, б) и Ке| (рис. 1, в, г) в электропроводность образца сус- 
пензии Ки. Сопоставление этих рисунков с соответствующими рисунками для высоко- 
частотной области (рис. 1—2 из [1]) свидетельствует о том, что учет концентрацион- 
ной поляризации не приводит к кардинальному изменению роли эффекта, хотя можно 
проследить тенденцию к некоторому усилению неоднородности при переходе к низким 
частотам. Основные различия имеют место там, где сам эффект влияния неоднородно- 
сти на электропроводность невелик. Эти отличия состоят в том, что кривые на рис. 1 
для параллельного и последовательного соединений касаются друг друга только при 
0,39 = Ке! <= 1, поскольку только при таких Ве! существует экстремум на зависимости 
К(®), описываемой формулой (1). Из формул статьи [1] видно, что совпадение по- 
правок на неоднородность для последовательного и параллельного соединений воз- 
можно только в случае, когда ОК/да=0. В окрестности точки экстремума на зависи- 
мости (1) дК/да мало; поэтому в отличие от случая высоких частот, где последова- 
тельное соединение неоднородных слоев всегда уменьшает электропроводность, здесь 
в окрестности экстремума этот вклад может быть положительным. Влияние неодно- 
родности & минимально в области 

0,2 = Ве! < 2 (3) 


В этой области оно слабо зависит от ©. 
Влияние неоднородности Ке| качественно такое же, как и на высоких частотах. 
Оно невелико при одновременном выполнении неравенств 
Ве! > 0,5 
(4) 
@&=0,6 
Комбинируя неравенства (3), (4), можно получить совместную область слабого влия- 
ния любых неоднородностей на электропроводность 


0,5 = Ке!=2 


5 
@=<0,6 (5) 
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Как и в случае высоких частот, эта область представляет собой окрестность точки 
изопроводности: Эти неравенства служат дополнительным обоснованием метода изо- 
проводности как метода точного определения Ке]. 

Детальный анализ кажущегося смещения точки изопроводности, обусловленного 
неоднородностью суспензии, представлен на рис. 2. В качестве независимой перемен- 
ной выбрана объемная доля, а величина поляризационного критерия, соответствующе- 
го точке изопроводности (обозначаемого Ве]1ьо), определяется по формуле [2] 

1+ а/2 
Ве то (6) 
1-- 2% 


Как и в случае высоких частот, неоднородность Ве] при условии Ве!ер=Кешзо (В@ер— 
среднее арифметическое значение Ве!) приводит к уменьшению проводимости ‘(рис. 2, 
6), причем характер этого уменьшения лишь количественно отличается от высокочас- 
тотного случая. Новым является влияние неоднородности ©, отсутствовавшее ранее. 
Оно приводит к некоторому увеличению проводимости, но различие последовательного 
и параллельного соединений здесь невелико, и при наличии экспериментальной инфор- 
мации о дисперсии объемной доли Ро возможно внесение поправки в значение Ке]1з, 
рассчитанное по формуле (6), согласно следующей формуле: 


д*К 
2. да? 
Ве! = Ве; ; К 
д Ве! Ве!=Ве|5о 
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ПОЛИДИСПЕРСНОСТЬ ПЕН И МЕТОД ЕЕ ИЗМЕРЕНИЯ 


Предлагается количественный критерий степени полидисперсности 
пен — кратность эквивалентной шаровой пены. Описывается устройство и 
метод экспериментального определения этой характеристики. В качестве 
примера использования метода приводятся кривые изменения полидисперс- 
ности барботажных пен в процессе их «старения». 


Из параметров, характеризующих структуру пен, наименее определенным и ме- 
нее всего изученным является полидисперсность пен. Анализ процессов и явлений в 
пенах, как правило, выполняется на монодисперсных моделях пенной структуры. Но 
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